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【はじめに】  
近年、円偏光を用いたマイクロ領域における

光直接磁気記録[1]およびスピン波の励起[2]な
どのフォトンとスピンの相互作用に関する研

究が注目されている。これらの研究をナノ領域

で実現するためには、光の回折限界を超えたナ

ノサイズの円偏光を生成する技術が必要不可

欠である。我々は強い円偏光の生成を可能とす

る V 型溝を組み合わせたアパーチャーアンテ
ナを提案し、チャンネルプラズモン(channel 
plasmon-polaritons: CPPs)の増幅効果によって、
入射光に対して 22700 倍に増幅された円偏光
が得られることを明らかにした[3]。今回は、V
型溝を組み合わせたアパーチャーアンテナの

作製および評価について報告する。 
【実験】  
厚みが 0.7 mmのガラス基板にスパッタ法に
より金薄膜を 100 nm蒸着した後に、FIBによ
り長さが 600 nmの二つの V型溝を直交するよ
うに作製することで、V型溝を組み合わせたア
パーチャーアンテナ構造を作製した。研究室で

構築した散乱型 SNOM を用いてサンプル表面
上の電場強度分布を観測した。入射光として、

波長 633 nmの円偏光を用い、サンプルに垂直
に照射させ、検光子を通った散乱光を検出した。 
【結果及び考察】  
図 1に作製したサンプルの AFM像と散乱光
の p 偏光成分を検出した SNOM 像を示す。図
2 に直線 JK と直線 PQ 上の AFM（黒線）と
SNOM（赤線）のラインプロファイルを示す。
AFM のラインプロファイルから、溝の断面が

V型になっていることがわかる。また、SNOM
像からは、V型溝の底部とアンテナ構造の中央
部に電場強度が強くなっていることがわかっ

た。SNOM のラインプロファイルから、アパ

ーチャーアンテナ構造の中心付近で二つのピ

ークが観察された。これは、CPPs によって増
幅された電場が中心部に形成されたアパーチ

ャーの縁に集中したためであると考えられる。 
 

 
Fig. 1 (a) AFM image and (b) SNOM image of the 
aperture antenna with V-groove structures. 
 

 
Fig. 2. Line profiles of AFM image (black lines) and 
SNOM image (red lines) along line JK (a) and line 
PQ (b). 
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